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V307b SOI技術を用いた新型X線撮像分光器の開発 22:X線用 SOIPIX検出器の放射
線耐性の評価
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我々は、次世代X線天文衛星への搭載を目指すSOIピクセル検出器「XRPIX」の開発を行っている。SOI（Silicon
On Insulator）技術を用いることで、センサー部分と読み出し回路部分の一体化をはかり、X線が入射したピク
セルのみを読み出すイベントトリガー機能が可能となる。この機能を用いて XRPIXは従来の CCD検出器と同
等のエネルギー分解能と位置分解能を保持しつつ、数 µsの高い時間分解能を実現を目指している。
地球磁場により捕捉された高エネルギー陽子などの宇宙線が、衛星に搭載するX線用半導体検出器に照射する

ことで、エネルギー分解能などのX線に対する検出器の性能が劣化する。我々が開発しているXRPIXも半導体
素子であるため、放射線量に対して、どの程度性能が劣化するか定量的に評価することは、開発で重要な課題で
ある。
そこで我々は、放射線医学総合研究所の重粒子線加速器を用いて、表面照射型のXRPIX2bの放射線照射実験

を行った。照射した陽子のエネルギーは 6 MeVで、軌道上で 3.5年に相当する量の陽子を、素子の表面から照射
した。その結果、損傷後の読み出しノイズは 2%、エネルギー分解能は 10%程度劣化したことが分かった。また、
ゲインが 0.4%上昇したことも分かった。本講演では、7月に実施する放射線照射実験の結果も含め、詳細な結果
を報告する。


